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超高速光３Ｒの分野では SMZ 型光３Ｒゲートと PDSMZ 型光３Ｒゲートが研究
されている。近年では、PDSMZ 型 2 段カスケード光３R ゲートで 40Gb/s の周回
伝送が実証された[1-2]。しかしながら SMZ 型、PDSMZ 型光 3R ゲートの特性を









に対し強度雑音抑制量が大きいと予測した。また PDSMZ 型光 3R ゲートの非線形
位相シフト量を 0.5πとした場合を境に雑音抑制（パルス透過時間窓）の振る舞い
が変化した。今回の理論解析条件では、非線形位相シフト量を 0.7πとした場合に
雑音抑制量が最大となった。さらに 1 段目 PDSMZ ゲート後にバンドパスフィル
タを挿入することで’1’信号雑音抑制量の減少が改善し入力信号のタイミング耐性
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